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【緒言】 

我々は本大会前報にて高温酸化 (1300~1350℃) における格子間 Si の過飽和度が、(CI-CI
eq

)/CI
eq

 = 

A(T) (dXo/dt)
0.4

 という関係により示されることを報告した (dXo/dt : 酸化膜の成長速度）。本報告

では A(T) の温度依存性を応力効果モデルにより検討する。 

【結果】 

Fig. 1 のプロットに OED (酸化増速拡散) 
[1]

 および OSFの成長速度
[2]

 そして前報にて RTPの結

果から求めた A(T) と温度との関係を示す。OED, OSF, RTP における A(T) の対数が 1/T に対し

てほぼ直線上に並ぶことが分かる。ここで、A(T) は式の形から dXo/dt = 1 m/Hr での格子間 Si 

の過飽和度を意味する。次に温度に対して過飽和度がこのように変化する理由について検討する。

酸化反応により格子間 Si が過飽和になる理由は、酸化膜界面に発生する圧縮応力の効果によると

推定されているが定量的な解析はまだない。そこで、酸化膜界面での圧力 P を求め、CI(P)/CI
eq

(0) 

= exp (-P V/kBT) なる式により、格子間 Siの過飽和

度を求めた。ここで、V は酸化膜中に格子間 Si が 1

個生じた場合の体積変化を示し、CI
eq

(0) は無応力で

の格子間 Siの平衡濃度を示す。Fig. 1 の実線に示す

ように応力効果から求められた格子間 Si の過飽和度

は、温度が高いほど低下し、A(T) の温度による変化

に対応することが分かる。このことから、温度による 

A(T) の変化は界面応力 P の温度による変化に対応

していることが示唆された。 
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Fig.1  Temperature dependence of A(T) 

and super-saturation of self-interstitials 

derived by the stress effect.
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